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摘 要

本文主要討論電磁脈衝波(Electromagnetic Pulse ,EMP)入射至矽基板上傳輸線的耦合效應。首先，推導矽基板傳輸線理論並

求得其頻域的結果，以此結果當作轉換函數(Transfer Function)，乘上快速的電磁脈衝波，再經反傅式轉換即可模擬得到時

域下電磁脈衝入射矽基板上傳輸線所產生的耦合效應。繼之我們改變入射脈衝波的上升、下降時間，改變傳輸線結構的參

數，連接不同性質的終端負載，再討論改變這些參數對耦合電流所產生的影響，這些結果可做為設計電磁防護電路時的參

考。

關鍵詞 : 電磁脈衝 ; 電磁相容 ; 電磁耐受性
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